
JP 2014-78706 A5 2016.11.10

10

20

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【公開日】平成26年5月1日(2014.5.1)
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【出願番号】特願2013-194755(P2013-194755)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8234   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/06     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/088    (2006.01)
   Ｇ０９Ｆ   9/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｅ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ６１８Ｇ
   Ｈ０１Ｌ   27/06     １０２Ａ
   Ｈ０１Ｌ   27/08     １０２Ｅ
   Ｇ０９Ｆ    9/30     ３３８　

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月20日(2016.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物層および酸化物半導体層を含む多層膜と、
　前記多層膜と接して設けられたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記多層膜と重ねて設けられたゲート電極と、を有し、
　前記酸化物半導体層はインジウムを含み、
　前記酸化物半導体層は、前記酸化物層と接して設けられ、
　前記酸化物層は、前記酸化物半導体層よりもエネルギーギャップが大きく、かつインジ
ウムを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　酸化物層および酸化物半導体層を含む多層膜と、
　前記多層膜と接して設けられたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記多層膜と重ねて設けられたゲート電極と、を有し、
　前記酸化物半導体層はインジウムを含み、
　前記酸化物半導体層は、前記酸化物層と接して設けられ、
　前記酸化物層は、前記酸化物半導体層よりも伝導帯下端のエネルギーが真空準位に近く
、かつインジウムを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記酸化物層は、伝導帯下端のエネルギーが前記酸化物半導体層よりも０．０５ｅＶ以
上２ｅＶ以下真空準位に近いことを特徴とする半導体装置。
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【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層にチャネルが形成されることを特徴とする半導体装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層の側端部に接して設けられた、ソース電極およびドレイン電極を有
することを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は結晶質であり、
　前記酸化物半導体層に含まれる結晶部のｃ軸は、前記酸化物半導体層の表面の法線ベク
トルに平行であることを特徴とする半導体装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層および前記酸化物層の各々は、Ｉｎ、Ｍ、及びＺｎを含む酸化物（
ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、ＮｄまたはＨｆ）であり、
　前記酸化物層は、前記酸化物半導体層よりもＭに対するＩｎの原子数比が小さいことを
特徴とする半導体装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項６のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は、Ｉｎ及びＺｎを含む酸化物、Ｉｎ及びＧａを含む酸化物、また
はＩｎ、Ｇａ、及びＺｎを含む酸化物であることを特徴とする半導体装置。
【請求項９】
　請求項１乃至請求項８のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層の厚さは、３ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、
　前記酸化物層の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１０】
　請求項１乃至請求項９のいずれか一において、
　前記酸化物層の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１１】
　請求項１乃至請求項１０のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層のシリコン濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至請求項１１のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層の炭素濃度は、５×１０１８ａｔｏｍｓ／ｃｍ３未満であることを
特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　第１の酸化物層、前記第１の酸化物層上の酸化物半導体層、および前記酸化物半導体層
上の第２の酸化物層を含む多層膜と、
　前記多層膜と接して設けられたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記多層膜と重ねて設けられたゲート電極と、を有し、
　前記酸化物半導体層はインジウムを含み、
　前記第１の酸化物層は、前記酸化物半導体層よりもエネルギーギャップが大きく、かつ
インジウムを含み、
　前記第２の酸化物層は、前記酸化物半導体層よりもエネルギーギャップが大きく、かつ
インジウムを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項１４】
　第１の酸化物層、前記第１の酸化物層上の酸化物半導体層、および前記酸化物半導体層
上の第２の酸化物層を含む多層膜と、
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　前記多層膜と接して設けられたゲート絶縁膜と、
　前記ゲート絶縁膜を介して前記多層膜と重ねて設けられたゲート電極と、を有し、
　前記酸化物半導体層はインジウムを含み、
　前記第１の酸化物層は、前記酸化物半導体層よりも伝導帯下端のエネルギーが真空準位
に近く、かつインジウムを含み、
　前記第２の酸化物層は、前記酸化物半導体層よりも伝導帯下端のエネルギーが真空準位
に近く、かつインジウムを含むことを特徴とする半導体装置。
【請求項１５】
　請求項１４において、
　前記第１の酸化物層および前記第２の酸化物層の各々は、伝導帯下端のエネルギーが前
記酸化物半導体層よりも０．０５ｅＶ以上２ｅＶ以下真空準位に近いことを特徴とする半
導体装置。
【請求項１６】
　請求項１３乃至請求項１５のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層は結晶質であり、
　前記酸化物半導体層に含まれる結晶部のｃ軸は、前記酸化物半導体層の表面の法線ベク
トルに平行であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１７】
　請求項１３乃至請求項１６のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層、前記第１の酸化物層、および前記第２の酸化物層の各々は、Ｉｎ
、Ｍ、及びＺｎを含む酸化物（ＭはＡｌ、Ｔｉ、Ｇａ、Ｙ、Ｚｒ、Ｌａ、Ｃｅ、Ｎｄまた
はＨｆ）であり、
　前記第１の酸化物層および前記第２の酸化物層の各々は、前記酸化物半導体層よりもＭ
に対するＩｎの原子数比が小さいことを特徴とする半導体装置。
【請求項１８】
　請求項１３乃至請求項１７のいずれか一において、
　前記酸化物半導体層の厚さは、ｎｍ以上２００ｎｍ以下であり、
　前記第１の酸化物層および前記第２の酸化物層の各々の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以
下であることを特徴とする半導体装置。
【請求項１９】
　請求項１３乃至請求項１８のいずれか一において、
　前記第１の酸化物層および前記第２の酸化物層の各々の厚さは、３ｎｍ以上５０ｎｍ以
下であることを特徴とする半導体装置。
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